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ESERCIZIO N°1 
6 punti (4) 

Si progetti e si dimensioni un circuito che possegga la caratteristica ingresso-uscita lineare a 
tratti mostrata nella figura sottostante, indipendentemente dalla sorgente e dal carico applicati. 
Nello svolgimento dell'esercizio, si considerino i diodi e gli amplificatori operazionali ideali. 

 

ESERCIZIO N°2 
7 punti (4) 
Con riferimento al circuito in figura, ipotizzando Q1 (transistore BJT npn) in zona attiva diretta e 
Q2 (transistore MOS a canale n) in saturazione e sapendo che la tensione VU di uscita a riposo è 
pari a 8 V, si ricavi il valore della resistenza R1. Si determini il punto di lavoro di Q1 e Q2 e si 
verifichino le ipotesi fatte sullo stato dei due transistori. 

 



ESERCIZIO N°3 
7.5 punti (4) 

Si consideri il circuito mostrato nell'esercizio precedente, in cui però stavolta si assuma 
R1=300 KΩ. Considerando per Q1: hie=5 KΩ , hfe=250 e per Q2: gm=2 mA/V, se ne ricavi la 
funzione di trasferimento Av(s)=Vu/Vin (calcolando separatamente poli, zeri e costante 
moltiplicativa). Il diagramma di Bode non è richiesto. 
 

ESERCIZIO N°4 
6.5 punti (4) 

Si ricavino i parametri g per il quadripolo mostrato nella seguente figura, dove  è un 
coefficiente moltiplicativo reale positivo con dimensioni 1/Ω. 
 

 
 

ESERCIZIO N°5 
6 punti (4) 

Ricavare il massimo sbilanciamento causato sull'uscita del circuito mostrato in figura (dove v1 e 
v2 sono due segnali di ingresso) dai generatori di offset dell'amplificatore operazionale. A parte 
la presenza dei generatori di offset (il cui valore è riportato accanto allo schema), si consideri 
tale amplificatore operazionale ideale. 
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